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 AlV2O4 は電荷整列現象と幾何学的フラストレーションが絡み合った物理現象を示すが、磁化率が小さいた

めに磁場に対する応答が小さい。そこで大きなスピンを持つ Mn をドーピングすることによって新たな物理現

象の開拓を目指した。 
Al(V2-xMnx)O4 の組成で作製したが、ドーピングによって格子定数が大きくなることから、Mn はイオン半

径の大きな B サイトではなくてイオン半径の小さな A
サイトに入ることが分かった。A サイトを追い出された

Al は B サイトに入り、結局(Al1-xMnx)(V2-xAlx)O4となっ

ている。図 1 は室温における(Al1-xMnx)(V2-xAlx)O4の X
線回折結果であるが、AlV2O4( x =0.0)では 65°付近で 2
本に分裂していたピークが x =0.05～0.075 を境として

1 本になっている。これは電荷整列が消失した結果で、

構造が菱面体晶から立方体晶へとなったことを示して

いる。 
図 1 (Al1-xMnx)(V2-xAlx)O4の X 線回折結果 

 
高温電気抵抗測定では Mn ドーピング量が多くなるほど抵抗率が高くなることが観測された。図 2 は

SQUID による磁化率測定から得られた逆帯磁率曲線で、Mn ドーピングによって帯磁率が大きくなっている

ことが分かった。AlV2O4( x =0.0)の Weiss 温度は負であるが、ドーピングによって Weiss 温度の絶対値は減

少し、ついにはMn(VAl)O4( x =1.0)でWeiss温度は正となり、 NT =65Kのフェリ磁性を示した。なおMn(VAl)O4

は過去に報告のない新物質である。 
 一方 Mn(VAl)O4は MnV2O4の B サイトに Al をドーピングしたものと見ることもできる。MnV2O4は 56K
でフェリ磁性転移をする物質で、B サイトの V によって軌道整列を成している。図 3 はこの MnV2O4 と

Mn(VAl)O4の磁化率を比較したものであるが、フェリ磁性転移温度は Mn(VAl)O4のほうが高い。これは磁性

だけを考えていたのでは説明できないことで、軌道整列によってフェリ磁性転移が抑えられていたと考えると

辻褄があう。つまり B サイトへの Al ドーピングによって V 量が減ったために軌道整列が崩壊して、その軌道

整列によって抑えられていたフェリ磁性転移が発現しやすくなったと考えられる。 
 

図 2 (Al1-xMnx)(V2-xAlx)O4の逆帯磁率     図 3  MnV2O4と Mn(VAl)O4の磁化率曲線 
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